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Układ zawiera osiem przerzutników typu zatrzask /latch/ 
z niezależnymi ośmioma wyjściami 1Q ■=■ 8Q /równoległe 
wyjście danyoh/ i jednym wspólnym wejściem DI - DATA 
INPUT /szeregowe wejście danyoh/.Każdy z przerzutników 
może byó indywidualnie adresowany 3-bitowym słowem a- 
dresowym podanym na' wejścia A^ t Aj.
Wysoki stan wejśoia WE/WRITE ENABLE/ zamyka wejście DI 
/DATA INPUT/.
Wejśoie C L R  / C L E A E /  w stanie wysokim zeruje zawartość 
wszystkioh ośmiu przerzutników.

MCY 74724N 
M C Y 64724N
Ośmiobitowy adresowalny 
przerzutnik typu zatrzask

Informacja wstępna

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa

Obudowa CE 71

U kład  wyprow adzeń ' Tabela funkoji i stanów logioznyoh

UDD CLR WE Dl 8Q 7Q 6 0  50-

3

L U L l I L l J l A J L ł J L ł J L Z J L i l
A q A 1 A 2 10 20 30 40 Us s

74724

Parametry dopuszczalne
Arss = 0 V /

Oznaozenie Nazwa Jedę.i
Wartość

min mai

UDD Napięoie zasilania V -0,5 +20

UI Napięcie wejściowe Y -0,5 UDD + 0,5

II Prąd wejściowy mA -10 +10

PD Moo rozpraszana mW 500

^amb Temperatura otoczenia w czasie 
praoy

MCY 74....N °C -40 +85
MCY 64....N °C 0 +70

tstg Temperatura przechowywania °C -55 +125

Wejśoia Punkcje układu

WE CLR PRZERZUTNIK
ADRESOWANY

PRZERZUTNIK
NIEADRESOWANY

0 0 POWTARZA DANE 
Z WEJŚCIA DI

PAMIĘTA 
POPRZEDNI STAN

0 1 ■
SPEŁNIA FUNKCJE
POWTARZA DANE 
Z WEJŚCIA DI

MULTIPLEKSERA 1 z 8
ZERUJE

ZAWARTOŚĆ
1 0 PAMIĘTA POPRZEDNI STAN
1 1 ZERUJE ZAWARTOŚĆ
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M uNmEn 
Uklad zawiera osiem przerzutniköw . typu zatrzask /latch/ 

z niezale2nymi o&mioma wyj£ciami 1Q + 8Q /r6wnoleg1e 
wyjscie danych/ 1 jednym wspölnym  wejSciem DI - 

INPUT /szseregowe wejScie danyoh/.Ka2dy z przerzutniköw 

moZe by6 indywidualnie adresowany 3-bitowym slowem. a- 

‚ dresowym podanym na' wej6cia Ao + A2. i 

Wysoki stan wejSoia WE /WRITE ENABLE/zamyka wejScie DI 
/DATA INPUT/. 

WejSoie CIR /CLEAR/ w stanie wysokim zeruje zawartosS6 

wszystkich oSmiu przerzutnikö6öw. 

Uktad wyprowadzen Tabela funkoji 1 

MCY 74724N 
MCY 64724N 
O$miobitowy adresowalny 
przerzutnik typu zatrzask 

DATA 

Informacja wstepna 

MSI CMOS 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

stanöw logioznyoh 

WejScia Funkoje ukzadu 

S00 CERAWE DL 80 201760 50; WE | CIR PRZERZUINIK FRZERZUINIK 
R6) _ fs) fe) G3l fız) (m) fiol [9] ADRESOWANY NIEBADRESOWANY 

0 0 POWTARZA DANE PAMIETA 
Z WEJSCIA DI | POPRZEDNI STAN 

SPELNIA FUNKCJE MULTIPLEKSERA 1z 8 

S (} 454 POWTARZA DANE ZERUJE 
HRa RANUNA Z WEJSCIA DI ZAWARTOSG 

O AT A O20 I0 LO USS 4 0 PAMIETA POPRZEDNI STAN 

R 1 1 ZERUJE ZAWARTOSC 

Parametry dopuszczalne 

/Us5 = 0 V/ 

Wartos6 
Oznaczenie Nazwa Jedn. 

X min max 

UnIJ Napieoie zasilania Y =0,5 +20 

Ur Napieoie wejSoiowe Y -0,5 Un + 0,5 

VEr — | Prad wejsoiowy mA —10 +10 

1’D V Moo 'rozpraazaim mW 500 

Temperatura. otoczenia w czasie 
'anb praoy _ 

MCY 78....N ° -40 +85 

MCY 64....N ° 0 +70 

tatg Temperatura przauliovyvanin 90 -55 +125 
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Parametry charakterystyczne statyczne

Ozna­
czenie Nazwa Jedn.

Wartość Warunki pomiaru

^amb min 25°C ^amb mai DI
[v]

/ U0
[v]

°DD
Wmin' max min typ mai min mai

IDB Prąd zasilania 
w stanie spo- 
ozynku jiA

5
10
20

100

0,04
0,04
0,04
0,08

5
10
20

100

1 50 
300 
600 

3000

o;5 
0;10 
0;1 5 
0;20

5
10
15
20

UIH Napięcie wej­
ściowe w Btanie 
wysokim V

3,5
7

11

3,5
7

11

3,5
7

11

0,5;4,5 
1 >9
1,5513,5

5
10
15

UIL Napięoie wej- 
śoiowe w stanie 
niskim V

1,5
3
4

1,5
3
4

1,5
3
4

0,554,5 
1 59
1,5513,5

5
10
15

XI Prąd wejśoiowy pA ±0,1 ±10-5 ±0,1 ±1 0 ;18 .18

d oh Napięoie wyj­
ściowe w stanie 
wysokim

7 DDB-°,05 °DD UDD-°-05 ( °!nm 5 ;1 0;15

U0I Napięoie wyj- 
śoiowe w stanie 
niskim

V 0,05 . 0 0,05 0,05 °’um 5;10;15

X0H Prąd wyjśolowy 
w stanie wysokim

mA
-0,64
-2
-1,6
-4,2

-0,51
-1,6
-1,3
-3,4

-1
-3,2
-2,6
-6,8

-0,36
-1,15
-0,9
-2,4

o ; 5 
o ;5 
0 ;10 
0 ; 1 5

4,6
2.5
9.5 

13,5

5
5

10
15

I0L Prąd wyjśolowy 
w stanie niskim mA

0,64
1,6
4,2

0,51
1.3
3.4

1
2,6
6,8

0,36
0,9
2,4

0;5 
0;10 
0;15

0,4
0,5
1,5

5
10
15

tamb min ” "40°c dla MCY 64....i 0°C dla MCT 74....
tamb mai 3 +85°c dlB MCY 64--- ' +7°°C dla MCY 74....

Parametry charakterystyczne dynamiczne
A amb = +25°C, tr = tf = 20 ns, CL = 50 pP, RL==, 200 k£>/

Ozna­ Nazwa Jedn. Wartość Warunki
pomiaru
UDD [V]

czenie typ max

tPLH Czas propagacji zmiany sy­
gnału z niskiego na wysoki DI — — nQ ns

200
75

400
150

5
10

tPHL Czas propagacji zmiany sy­
gnału z wysokiego na niski

/•»/ 50 100 15

WE — — nQ
n / ns

200
80
60

400
160
120

5
10
15

An-1 “*■ nQn 1 /9/ ns
225
100

450
200

5
10

75 150 15

^PHL Czas propagacji zmiany sy­
gnału z wysokiego na niski CLR— ► nQ 

73/ ns
175
80
65

350
160
130

5
10
15
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Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartos6 Warunki pomiaru 

OEna 
ozenie e Yedn. ] *and min 25° *ant max  | °r | /% D 

min ] uex| min ] typ] =ex| min [|m=ex | (v]| Cv]_|_Lv] 

Ipp | ?rad zasilania 5 0,04 | 5 150 |0;5 5 
En SN 40 0,04 | 140 300 |040 40 

20 0,04 | 20 600 |0345 15 
400 0,08 | 400 3000 |0;20 20 

Ury | Napigoie weg- 3,5 :3 3j3 0,554,5 5 
SE 7 7 7 139 40 

11 1 44 4033331012 

Urg | sapiqoie wej- 4,5 1,5 1,5 0,554,5 5 
:2:;'1'; w stänie Y 3 3 3 139 10 

R A 4 1,5543,5| 445 

z Prad wej£oiowy A 204 44072 40,4 + ]o;48 48 

Ugn | Napigoie wyI- u Zn 
:;:::;„l stanie \A "DD-°'u‚ e Unn-ß‚05 UDD "Dn'°'°’ °'“Dn 5;10;15 

v Napigoie wyi- 
OT Solone mlatanie v 0,05 .0 |0,05 0,05 |0;Unp 5;10;45 

niskdm 

Ign |.Prad wys6oiomy -0,64 -0,51 |-1 -0,36. 456 5 
e —23 -4,6) |-3,2 -4,15 2,5 5 

-4,6 -4,3 |-2,6 1: -0,9 9,5 10 
—42 -3,4 |-6,8 =2,4 13,5 45 

Iop  | Prad wyssoiowy 0,64 0,54 | 1 .0,36 035 0,4 5 
w stanie niskim | , O Ara t2,6 0,9 0310 | 0,5 40 

4,2 J4 6,8 2,4 015 1,5 15 

Tanb min'= 740° ala MOY 64 0°0 dla MOY 74..0+ 

Tand max = +85°C ala MCY 64 +70°0 dla MOY 78.... 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
E 9 Z e Z S /tand = +25°C, + = *; = 20 ns, C, = 50 pF, Rı== 200 k«@/ 

z Wartos6 Wärunki 
22’;2 n Nazwa Jedn. f pomidarı 

typ max Urp [V 

tPLH Czaä Propagacji zmiany sy- 200 400 5 
gnalu z niskiego na wysoki DI nQ Sn 75 450 410 

*>a Czas propagacji zmiany sy- /A/ 50 100 15 
gnaku z wysokiego na niski 

e 200 400 5 
WE — nQ j2) | 28 80 160 10 

60 120 15 

225 '450 5 
Ar ı— DQ 
n-1 Jj9) | 28 100 200 10 

7558 150 15 

*pL Czas propagacji zmiany sy- 175 350 5 
gnaku z wysokiego na niski CLR—>/13:$ n} 80 460 10 

65 130 15 

80 



c d .  t a b l .

0*na- Nazwa Jedn.
Wartość Warunki

pomiaru
m

ozenie typ max

tTLH

tTHL

Czas narastania zbocza sy­
gnałów wyjściowych
Czas opadania,zbocza sygna­
łów wyjściowyoh

ns
100
50
40

200
100
80

5
10
15

min Minimalna szerokość impulsów
DI

A / ns
100
50
40

200
100
80

5
10
15

V
V l

/8/
ns

200
100
65

400
200
125

5
10
15

CLR
/5/ ns

75
40
25

150
75
50

5
10
15

tSU Czas przygotowania danych 
wejściowych przed przyj- 
śoiem narastająoego zbooza 
sygnału zapisu WE

DI — - WE
/6/ ns

50
25
20

100
50
35

5
10
15

*H Czas przetrzymywania danych 
wejśoiowyoh po przejśoiu 
narastającego zbocza sygna­
łu zapisu We

DI — WE
77/ ns

75
40

150
75

5
10

25 50 15
CI Pojemność wejściowa pE 5 7,5

n = 1 -r 8

Z o le in o ic i  c io s o w e  i d e fin ic je  porometrów dynomicznych

cd. tabl. 

P Wartos6 Warunki 
(flß"'.a Nazwa Jedn. pomiaru 
Ozen: typ max %o [*] 

mLE Czas narastania zbooza 8y- 100 200 5 
t gnaz6w w:J £;10-:oh S 50 100 40 

Czas opadania, zbooza sygna- & 
TEL 16w wyj)Soiowyoh 40 80 15 

t Minimalna szeroko$6 impuls6w 100 200 5 W min DI 
/4/ ns 50 100 10 

40 80 15 

» 200 400 5 

An-1 ns 100 | 200 10 
/8/ 65 | 125 45 

75 150 5 

SE e [ins 40 75 10 
/ 25 50 45 

‘SU Czas przygotowania danych A 50 100 5 
wejSclowych przed przyj- DI — WB - 25 50 40 
Soiem narastajacego zbocza /6/ 
sygnazu zapisu WE 20 35 15 

ty Czas przetrzymywania danyoh En 75 150 3 
wej£oiowych po przejSoiu DI — WE S 40 75 40 
naraatajqogga 2b00za Sygna- 
Zu zapisu 25 50 15 

CI Pojemno$6 wejSciowa PF 5 75 

n.=1+8 

U 
\ 50% 

Agsh 5o% 
/ 10% Un 

n wr x 

(r d Un 

wr so% 
P % E 

14 p 

2 l 
Z ' f S 

- @ — n 
H 

CLR 50% 

Itum Mr w ® (3‚ 
‚- Yon 10 F L 90% 

50% 
— 10% VoL 7 1 ‘ 

. 75 A A E 

Zoletnosck ezasowe i definicje parametröw dynomicanych


